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1. Iz dane matrične enačbe narišite inkrementalno nadomestno vezje za orientacijo s kupnim 

emitorjem in določite napetostno ojačenje (Au), če je na izhodu priključeno breme RL = 500 Ω. 
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Ω
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

ce

b

c

be

U
I

I
U

S 50,200
0,k 2
µ

 

 (Rešitev: Au = –48,8) 
2. Za narisano vezje določite vrednost napetosti UBB tako, da se bo delovna točka bipolarnega 

tranzistorja nahajala ravno na meji med aktivnim področjem in nasičenjem. 
(Podatki: αF  = 0,99, RB = 47 kΩ, UBE = 0,6 V, RC = 1 kΩ, UCC = 12 V) 
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 (Rešitev: UCB = 0, UCE = 0,6 V, IC = 11,4 mA, β = 99, IB = 115 µA, UBB = 6,01 V) 
3. Izračunajte mejno frekvenco fT spojnega FET-a, ki deluje v delovni točki z UGS = −2.0 V v 

področju nasičenja in ga pri krmiljenju z majhnimi visokofrekvenčnimi signali lahko 
nadomestimo z danim nadomestnim vezjem.
 
Podatki: 
UP = −4 V 
IDSS = 16 mA 
Cgs = 10 pF 
Cgd = 2 pF 

 
 
 (Rešitev: gm = 4 mS, ωT = 338 Mrad/s, fT = 53,8 MHz) 
 
4. V danem vezju z MOS tranzistorjem določite tip in orientacijo tranzistorja, narišite prerez 

strukture tranzistorja in določite napetost UGG tako, da bo padec napetosti na RD enak polovici 
napajalne napetosti UDD. 
(Podatki: UT = 3 V, Coµn = 2 mAV-2, W/L = 10, UDD = 24 V, RD = 150 Ω) 
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 (Rešitev: MOS-FET z induciranim n-kanalom, skupni izvor (S), IDS = 80 mA, UGS = 5,83 V) 
Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami. 
Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u. 
 


